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Sposób wytwarzania półprzewodnikowego fluorku kadmu

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania półprze¬
wodnikowego fluorku kadmu. Półprzewodnikowy
fluorek kadimu jest materiałem stosowanym w
optoelektronice do wytwarzania diod świecących.

Czysty fluorek kadmu jest izolatorem, a prze¬
twarzanie go do postaci przewodzącej elektrycznie
tj. półprzewodnika typu n polega na wprowadze¬
niu domieszek, a mianowicie trójwartościowych
jonów itru lub pierwiastków z grupy lantanow-
ców oraz na specjalnej oibróbce cieplnej.

Znany sposób obróbki cieplnej polega na wy¬
grzewaniu domieszkowanych kryształów fluorku
kadmu w parach kadmu w temperaturze 500°C
i następnie gwałtownym studzeniu.

Sposób ten jest uciążliwy, bowiem obróbkę
cieplną prowadzi się w kwarcowej ampule jed¬
norazowego użytku, którą należy odpompować do
ciśnienia ok. 10-7 Pa, a następnie zatopić. Ponadto
wymagane gwałtowne studzenie prowadzi do po¬
wstania dużych naprężeń i mikropęknięć w krysz¬
tałach, a otrzymywanie powtarzalnej rezystyw¬
ności jest bardzo trudne ze względu na zmniejsza¬
jące się w sposób dynamiczny warunki podczas ob¬
róbki cieplnej.

Według wynalazku półprzewodnikowy fluorek
kadmu otrzymuje się przez wygrzewanie domiesz¬
kowanych jonami trójwartościowymi kryształów
fluoru kadmu w atmosferze wodoru, w temperatu¬

rze z zakresu 250—450°C, przy czym wartość re-.,JlW
zystywności reguluje się przez dobór temperatury"
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i czasu wygrzewania. Zamiast w wodorze wygrze¬
wanie można prowadzić w mieszance wodoru i ga¬
zu obojętnego.

Proces wygrzewania według wynalazku prowa¬
dzi się w konwencjonalnym piecu wodorowym, co
znacznie obniża pracochłonność i koszty jego wy¬
konania. Cenną zaletą tego sposobu jest zastoso¬
wanie niższych temperatur wygrzewania bez
konieczności gwałtownego studzenia, co zapobiega
powstaniu naprężeń i mikropęknięć w kryszta¬
łach.

Sposób według wynalazku jest objaśniony na
przykładzie wykonania półprzewodnikowego fluor¬
ku kadmu o różnych wartościach rezystywności.
Domieszkowane itrem kryształy fluorku kadmu o
zawartości 0,25% mol itru wygrzewa się w wodo¬
rze w temperaturze 400°C. Po wygrzewaniu w cią¬
gu 0,25 godz. otrzymuje się kryształy o rezystyw¬
ności 19 m Q • m, a po wygrzewaniu w ciągu 0,5
godz. o rezystywności 10 m£2*ni. Wygrzewając te
kryształy w wodorze przy temperaturze 350 C w
ciągu 0,5 godz. otrzymuje się wartość rezystywno¬
ści 116 m Q • m.

Zastrzeżenie patentowe .

Sposób wytwarzania półprzewodnikowego fluorku
kadmu przez domieszkowanie fluorku kadmu jo¬
nami trójwartościowymi, a następnie wygrzewa¬
cie, aittfcSftIenny tym, że proces wygrzewania pro¬
wadzi się w atmosferze wodoru, ewentualnie z do¬
datkiem gazu obojętnego.
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